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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

PREAMBULE

1)| Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions teChniyu éParespar %Comités d’Etudes

€ mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2)[ Ces décisions constituent des recommandations internationales e Comités nationaux.

3)

mités nationaux ne
amentale de ces régles

harmoniser les régles

EI: Dispositifs a
8

G ecommandation ont débuté & Stockholm en 1958 et dles projets relatifs
cutés lors des réunions tenues & Madrid en 1959 et & Londres en 1960. A la
jon, un projet fut soumis & 'approbation des Comités nafionaux suivant la

ivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Pays-Bas

Autriche Portugal

Belgique .Roumanie

Danemark Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie

France Turquie

Isragl Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Italie

Le Comité national suédois a voté contre la publication uniquement parce qu’il ne pouvait pas
accepter Pemploi de la lettre ¥ au lieu de U comme symbole principal pour la tension.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

FOREWORD TN

1) The formal degisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Condmittees(o WM the
National Conmittees having a special interest therein are represented, express, as nearly ag’possible, ag,intgrnatignal
consensus of ¢pinion on the subjects dealt with.

2) They have the|form of recommendations for international use and they are accepted by
sense.

that

3) In order to promote this international unification, the I E C expresses the wish th ioaRNCommitees having as
yet no nationaf rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendati as it ental basis for ghese
rules in so far|as national conditions will permit.

4) The desirabilif
national stand
Committees p

nize
onal

This Recq
Devices and Iategrate

ctor

Work was
1959 and in L
Committees fol

d in
bnal

4
The folloyi

Austria Netherlands

Belgium Portugal

Czechoslovakia Romania

Denmark Turkey

France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Israel United States of America

Italy

" The Swedish National Committee voted against approval, solely on the grounds that it could not
accept the use of the letter symbol ¥ instead of U for voltage.


https://iecnorm.com/api/?name=617d797727248e29c29775f84ec28562

8 —
Deuxiéme édition 1969

Le Comité d’Etudes Ne 47 poursuivit son travail concernant les symboles littéraux pour les dispositifs
a semiconducteurs lors des réunions tenues 3 Interlaken en 1961, & Copenhague en 1962, & Bad Kreuznach
en 1963, a Philadelphie en 1964 et 2 Tokyo en 1965,

Un projet contenant des recommandations supplémentaires pour les symboles littéraux pour les
dispositifs & semiconducteurs fut soumis a Papprobation des Comités nationaux suivant la Régle des Six
Mois en janvier 1966.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Japon
Australie Pays-Bas T~
Autriche Royaume-Uni
Belgique Suéde
Canada Suisse
Danemark Turquie
Etats-Unis d’Amérique Soviétiques
Italie
Un projet contenant des recommandations supplémentat iftéraux pour les
grandeurs ou parameétres concernant la température amp fut soumis

A Papprobation des Comités nationaux suivant ]a
Les pays suivants s¢ sont pro

Allemagne
Australie
Belgique

Tchécoslovaquie
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

ddition dgs nouvelles recommandations nécessitait une révisiqn rédactionnelle
le Secrétariat du Comité d’Etudes No 47 a décidé de publie cette deuxiéme

I8, qui ainsi contiendra toutes les recommandations relatives aux symboles
ositifs 2 semiconducteurs adoptées jusqu’a maintenant: elles remplacera ainsi la

iel contenu dans la présente publication fut préparé par le Comité dEtudes N 47 en
cdopétation avet le Comité d’Etudes No 25: Symboles littéraux et signes. Les avis donngs par le Comité
d’Etudes OTIt presquc toujouls pu Gtre suivis. Le seul point important de div ce est le suivant:

Dans la présente publication les symboles U et V sont tous les deux recommandés en tant que symboles
principaux pour la tension (différence de potentiel) alors que dans la Publication 27 de la CEIL: Symboles
littéraux & utiliser en électrotechnique, préparée par le Comité d’Etudes N° 25, ¥ est recommandé seulement
en tant que symbole de réserve. Le Comité d’Etudes N° 47 recommande la lettre ¥ comme autre symbole
principal pour la tension et les grandeurs dérivées, car la plupart des pays ’'emploient dans le domaine
des dispositifs & semiconducteurs et généralement dans le domaine de I’électronique.

Le Comité d’Etudes N° 47 poursuivra son travail sur les symboles littéraux pour les dispositifs a
semiconducteurs afin que la Publication 148 de la CEI soit tenue a jour par des modifications, des
compléments et/ou de nouvelles éditions.
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Second edition 1969

Technical Committee No. 47 continued its work on letter symbols for semiconductor devices during
the meetings held in Interlaken in 1961, in Copenhagen in 1962, in Bad Kreuznach in 1963, in Philadelphia
in 1964 and in Tokyo in 1965.

A draft containing additional recommendations for letter symbols for semiconductor devices was
circulated to National Committees under the Six Months’ Rule in January 1966.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Netherlands

Austria Sweden

Dala: Switzerland VAN
Belpttr Svwitzerland

Canada

Denmark
Germany
Italy
Japan

A draft containing additional recommmendations for letter S i} arameters
concerning temperature and field-effect transistors. was cifculate i under the
Six Months’ Rule in August 1968.

The [following countries voted explicighnin favet

Australia
Belgium
Canada

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom
United States of America

As 1] scommendations implied an editorial revision of the existing ppblication,
the Secr mittee’No. 47 decided to issue this second edition of Publigation 143,
which th ndations regarding letter symbols for semiconductor devicgs adopted
until noyA edition

All matesfal“contained in the present Publication was prepared by Technical Committee|No. 47 in

co-operatiofr with Rechhical Committee No. 25, Letter Symbols and Signs. Advice given byl Technical
Commiwwwmmmmmmmfoﬂowmg:

In the present Publication both U and ¥ are recommended as chief symbols for voltage (potential
difference) whereas in IEC Publication 27, Letter Symbols to be used in Electrical Technology, prepared
by Technical Committee No. 25, ¥ is recommended only as reserve symbol. Technical Committee No. 47
recommends the letter ¥ as alternate chief symbol for voltage and derived quantities because many countries
use it in the field of semiconductor devices and generally in the field of electronics.

Technical Committee No. 47 will continue its work on letter symbols for semiconductor devices so
that IEC Publication 148 will be kept up to date by revisions, extensions and/or new editions.
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SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

ET LES MICROCIRCUITS INTEGRES

CHAPITRE 1: GENERALITES

Domaine d’application

Cette recommandation fournit un systéme uniforme de symboles littéraux pour le domaine

des dispositifs & semiconducteurs et des microcircuits intégrés.

Définitions des termes utilisés dans la présente recommandation

limites et caractéristiques essentielles des dispositil

r

méthodes de mesure, Partie zéro: Généralités

I, i = pour le courant
U, u .

= pour la tension
V,v
P, p = pour la puissance.

412

>les publications
la CEI: Valeurs
ipes généraux des
s généraux et les
otechnique Inter-

Bymboles littéraux

2 moins que la présente publication ne donne des

suivie.

Nofe. — La Fublication 2/ de la CEl recommande Ies Ietires V7 et v seulement en tant qu

symboles de réserve

pour la tension; cependant, dans le domaine des dispositifs a semiconducteurs, elles sont si largement

utilisées que dans cette publication elles ont été mises sur le méme plan que U et u.

Utilisation des lettres majuscules

Les lettres majuscules fondamentales seront utilisées pour la représentation:

a) des valeurs maximales;
b) des valeurs moyennes;
¢) des valeurs continues;

d) des valeurs efficaces.

—
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4.1
4.1.1
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LETTER SYMBOLS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED MICROCIRCUITS

CHAPTER I: GENERAL

Scope

This Recommendation provides a system of letter symbols to be used in the field of semi-

conductor devices and integrated microcircuits.

Definitions of terms used in this Recommendation

isfics of Semiconductor Devices and General Principles o
arjd Terminology. For general terms and definitions, see
Electrotechnical Vocabulary.

General recommendations for letter
Electrical Technology, are apphcale gxCepi whers
dations, in which casg’thg & owed

Letter symbols fo

sic Zett@

L

I, i = for current

U, u
V,v

P, p = for power.

= for voltage

Nore——

}Publi-

naracter-

:| General

rnational

ication 27, Letter Symbols to b¢ used in
Publication gives different recommen-

ever, in the

field of semiconductor devices, they are so widely used that in this Recommendation they are on the

same plane as U and u.

Use of upper-case letters
Upper-case basic letters shall be used for the representation of:

a) maximum (peak) values;
b) average (mean) values;
¢) continuous (d.c.) values;

d) root-mean-square values.
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4.1.3  Utilisation des lettres minuscules

Les lettres minuscules fondamentales seront utilisées pour la représentation des valeurs

instantanées qui varient avec le temps.
4.2 Indices

42.1 Liste des indices généraux recommandés

AV,av = moyen
F,f = direct
M, m = valeur maximale

WMINTIIT="vateur mimimmate

0,0 = circuit ouvert

R, r = inverse ou, en second indicg

S, s = court-circuit ou, en
accidentelle et/ou

(BR)

(0V)

tot

données dans les chap

exemple I

urs totales instantanées
exemple iy

¢) des valeurs totales moyennes

itres suivants de cette

cule et une lettre
s4221e4222
sentations existent

exemple Ig,y

d) des valeurs totales maximales
exemple Igy

4.2.2.2 Utilisation des indices minuscules

Les indices minuscules seront utilisés pour 'indication des valeurs relative
variable seule, a savoir:

a) les valeurs instantanées
exemple i,

s & la composante
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4.1.3  Use of lower-case letters

Lower-case basic letters shall be used for the representation of instantaneous values which
vary with time.

4.2 Subscripts

42.1  List of recommended general subscripts

AV,av = average

F, f = forward

M, m = maximum (peak) value

MIN _min — minimum value

0, o = open circuit

R, r = reverse or, as a second subscript, rep

S, s = short-circuit or, as a second substx
non-repetitive

(BR) = breakdown

(OV) = overload

tot = total.

Ngte. — For other recommended subscripts hblication.

4.2.2  Choice between upper-case and lowerscase subderip

Where Sub-clausg.4.2.1 lists both between
these two styles shall be™pade acvqriing ; A than one
subscript is usedp subscripts for wh both stylés exist shall either be all upper-cake or all

lower-case.

be of uppe;;a 2

4.2.2.1

iptS\shall bedused for the indication of:

example Iy

example iy

average tofal values

example I,y

d) maximum (peak) total values
example Iy

4.2.2.2 Use of lower-case subscripts

Lower-case subscripts shall be used for the indication of values applying to the varying
component alone, i.e.:

a) instantaneous values
example 7,
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b) les valeurs efficaces
' exemple I,

¢) les valeurs maximales
exemple I,
d) les valeurs moyennes

exemple 1y,

Esera fait par les
ifif, et le second la
, le second indice

4.2.3  Régles additionnelles pour les indices
4.2.3.1 Indices pour les courants
Si la borne d’arrivée ou de sortie du courant doit &tre indiquée, cela sera fait par le premier
indice
exemples: Iy, iy, &y, I

42.3.2 Indices pour les tensions

borne de référence ou le nceud de circuit. S’il n

pourra €tre omis
42.3.3 Indices pour les tensions ou

Les tensions d’aliment
de borne approprié

exemples: I,

UBZ—E

Innn

n répétant 'indice

a lettre appropriée
t nécessaires pour

= courant continu d’arrivé¢e ou de sortie de
la seconde borne de basd

tension continue entre 14 seconde borne de

" base et la borne d’émetteur

N

4.2.3.5 Indices pour dispositifs multiples

Pour les dispositifs & multiples sections, les indices seront modifiés par un nombre précédant
la lettre d’indice; dans le cas d’indices multiples, des tirets seront nécessaires pour éviter des

confusions

exemples: I,

UI Cc-2C

Vl c-2C

courant continu de sortie de la borne
collecteur de la seconde section

tension continue entre les bornes des
collecteurs de la premiére et de la seconde
section
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423

423.1

4232

4233

4234

42.3.5

b)

d)

— 15 —

root-mean-square values
example [,

maximum (peak) values
example [,

average values
example [,

Additional rules for subscripts

Su

fir

bscripts for currents

If it is necessary to indicate the terminal carrying the current, this should be don

e by the

St

do
th
siq

.

St

su

t cnhcr\r;pf AN

examples: Iy, ig, iy, I,

bscripts for voltages

e second the reference terminal or the circuit node.
n, the second subscript may be omitted

examples: Ugg, Ugg,

Ndte.

St

alfollowed by a number; in the case of multiple subscripts,)
isunderstandings
examples: I, = continuous (d.c.) current flowing

second base terminal

continuous {(d.c.) voltage betw

hould be
vice and
f confu-

terminal

l by the
hyphens

into the

een  the

second base and the emitter ternjinals

Subscripts for multiple devices

For multiple unit devices, the subscripts are modified by a number preceding the letter sub-
script; in the case of multiple subscripts, hyphens may be necessary to avoid misunderstandings

examples: I, = continuous (d.c.) current flowing

into the

collector terminal of the second unit

Uicac continuous (d.c.) voltage between the

= collector terminals of the first
Vicac second unit

and the
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43 Tableau fondamental des symboles
Le tableau suivant illustre ’application des régles données aux paragraphes 4.1 et 4.2.
Tableau fondamental
Lettres fondamentales
Minuscules Majuscules
Valeur instantanee de Ia composante variable Sans signe special mndipe
—_ ¢ la soniposante variable
Zz
2
=
g nposante variable
=2
I Va moyehne de la cgmposante variable
2
3 \
=
Valeur totale instantanée 1s sighe spécial ou indice
@ Valeuf continue sans sigpal
H G
=] . .. .
% Avec signe spécial ou indice
‘& Valeur totale maximale
2
Valeur totale moyenne
.4

sente le courant collecteur d’un transistor, constifué par un courant

Valeur efficace de fa composante variable

Courgnt collecteur

Valeur moyenne de la
composante vaciable

Valeur en courant
continu sans signal

Valeur totale
moyenne

Teav

fem

maximale

i . .
C Valeur totale instantanée

Valeur totale

Absence de

Avec signal

Temps

F signal

Valeur maximale de la
composante variable
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4.3 Basic symbol chart

The following chart illustrates the application of the rules given under Sub-clauses 4.1 and 4.2.

Basic symbol chart

Basic letter

Lower-case Upper-case
Instantaneous value of the varying component |  Without special sign oF swbscript
R.M.S. value of varying\cﬁonent
[
2
Q
i
[ .
2 ry% com-
)
|
@ t
=t ponen
Bt
2
5
n Instantaneous total value
© nal
oy
3+
?
8
o
[
-}

4.4 E

ous (d.c.)
{

Collector currént

l

J
b

|

|
B

\\l\

>

{

!

|

_____________________ T o Maxtmrvary iy
7 J component value
Average varying — ;
component value e instantaneous varying component value
Average e Instantaneous total value
total value
D.C. value —— 1,
no signal CcM
Maximum
total value

No signal l With signal Time
sk .
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5.1

5.2

5.2.1
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Symboles littéraux pour les paramétres électriques
Définition
Pour les besoins de cette publication, le terme « paramétre électrique » s’applique aux

parametres matriciels des quadripoles, aux éléments des circuits électriques équivalents, impédances
et admittances, inductances et capacités.

Letires fondamentales

Liste des lettres fondamentales recommandées

Ce qui suit constitue une liste des plus importantes lettres fondamentales utilisées pour les

Prraior

%rice d’admittance

nnvqu\frns Alnntv;qnnc dpo A;opr\o;t”‘o & onm;t\r\nr‘nr\fpnro‘
d’admittance (y)

B, b = susceptance; partic imaginaire d’un paya
(y) d’'un quadripdle
C = capacité

G, g = conductance; partie réelle d’

d’un quadripdle
d’impédance (z)
e d’impédance (z)

une matrice d’admittance (y) d’un quadripdle

o’d’une matrice d’impédance (z) d’ur quadripdle.

iqles des circuits externes et des circuits dans lesquels le dispositif

Les\lettres minuscules seront utilisées pour la représentation des paragnétres électriques
inhéreuts au dispositif (& I'exception des inductances et capacités, voir paragrap$ 5.2.2, alinéa b)).

5.3

5.3.1

Indices

Liste des indices généraux recommandeés

Ce qui suit constitue une liste des plus importants indices généraux utilisés pour les parameétres
électriques des dispositifs a semiconducteurs:

F,f = direct; transfert direct
I,i = entrée

0O, o = sortie
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s. Letter symbols for electrical parameters

5.1 Definition

For the purpose of this Publication, the term  electrical parameter ” applies to four-pole
matrix parameters, elements of electrical equivalent circuits, electrical impedances and admittances,
inductances and capacitances.

5.2 Basic letters

5.2.1  List of recommended basic letters

The following is a list of the most important basic letters used for electrical parameters of
semiconductor devices. T~

B, b = hatrix para-
meter

C = capacitance

G g = ¢ parameter

H, h =

L = inductance

R, r = resistance; real part of meter

X, x =

X parameter

Y,y

5.2.2

rms only a

5.2.3 4

ower-case fetters shall be used for the representation of electrical parametery inherent in
the devicewith the exception of inductances and capacitances, see Sub-clause 5.2.2., pgragraph 4)).

53 Subscripts

5.3.1  List of recommended general subscripts

The following is a list of the most important general subscripts used for electrical parameters
of semiconductor devices:

F,{ = forward; forward transfer
I,i = input

0O, o = output
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R, r = inverse; transfert inverse

T = diélectrique, déplétion

11 = entrée

22 = sortie applicable seulement aux paramétres matriciels des
12 = transfert inverse quadripodles, voir paragraphe 5.3.3

21 = transfert direct

1 = entrée applicable a tous les paramétres électriques a Pexclu-
2 = sortie sion des paramétres matriciels des quadripdles

Note. — Pour les autres indices recommandés, voir les listes données dans les chapitres suivants de cette Publication.

53

2.1

‘minuscule, le choix entre les deux représentations se fera

Choix entre les indices majuscules et les indices minuscules

Lorsque la liste du paragraphe 5.3.1 indique & la foi

La représentation maj
(continues)
exemples:

montage émetteur commun

valeur de I'impédance externe pour

et une lettre

g
321et5322

ntations existent

scule)

valeurs statiques

firect du courant

d’émetteur

valeurs pour de

valeur du rapport de transfert difect du courant,
sortie en court-circuit pour de patits signaux, en

e petits signaux

5.3.3.1

Chaque ¢lement de la matrice d un quadripole est identiic selon Ies regles suivantes.

Premier indice

La premiere lettre d’indice ou les deux premiers chiffres d’indice choisis

dans la liste des

indices donnée au paragraphe 5.3.1 indiquent Pentrée, la sortie, le transfert direct ou inverse

exemples: Ay ou &
hy, ou h,
hyy ou by

hi, ou h,


https://iecnorm.com/api/?name=617d797727248e29c29775f84ec28562

53.2

5.3.2.1

5322

5.3.3

5.3.3.1

=21 ——

R, r = reverse; reverse transfer

T = depletion layer

11 = input

22 = output applicable to four-pole matrix parameters only, see
12 = reverse transfer Sub-clause 5.3.3

21 = forward transfer

1 = input ] applicable to all electrical parameters except four-pole
2 = output [ matrix parameters

Note. — For other recommended subscripts, sce also the lists in the following chapters of this Publication.

Choice between upper-case and lower-case subscripts

Where Sub-clause 5.3.1 lists both upper-case and lower-case lett
two styles shall be made according to Sub-clauses 5.3.2.1 and 5.3/

lojver-case

examples: hpg, Yry, A DUt Cp

Uke of upper-case subscripts

The upper-case variant of a sg

examples: hy g or hg

Ul

small-signal value of the short-circuit forwar
transfer ratio in common-emitter configurg

Z, = R, + jX, = small-signal value of the external impedance

Subscripls odr-pole matrix parameters

?1 these
an one

se or all

.) values

ommon-

al values

d current
tion

= 1 1 £ul £ 1 P ] ol 1 1 £l - 31
LaCIl CICILCIHL O LG TOUT=PUIC A UIA TS TUCTIUTIICU  dCCOTUTH 10 LT TOITO WIS TUICS,

First subscript

The first letter subscript or double numeric subscript indicates input, output, forward or

reverse transfer, chosen from the list of subscripts given in Sub-clause 5.3.1

examples: /i, or k;
hy, or hy
hyy or hy

hy, or h,
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5.3.3.2 Second indice

Un indice supplémentaire est utilisé pour 'identification du montage de circuit. Lorsque aucune
confusion n’est possible, cet indice supplémentaire peut &tre omis

exemples: Ay, O Ay, My OU Agg

Si seul X, est écrit, le montage de circuit doit étre sous-entendu. Si seul 4, est écrit, le

montage de circuit ainsi que le type de paramétre (valeur statique ou pour de petits signaux)
doivent étre sous-entendus.

5.4 Distinction entre les parties réelle ef imaginaire

S’il est nécessaire de faire une distinction entre les parties réelle et imaginaire des paramétres
électrigues, aucun indice supplémentaire ne devra étre utilisé. Si/des~symboles fondamentaux
pour les parties réelle et imaginaire existent, ils peuvent étre utilj

exemples: Z, = R, + jX,
Yfe = Gfe + jBfe

Si de tels symboles n’existent pas ou s’ils ne sot s suivantes seront

utilisées:
Re () etc.
Im (4, etc.
6 Symboles littéraux pour les autre
6f1 Généralités

ent pas de recommandations pour un symbole
Publication 27 de la CEI devrong &tre suivies. S’il
les recommandations appropriées [de 'ISO devront

Lorsque les paragraphes s

4

littéral, les recomamandations géné

AN O

baleittépal fondamental

Le pymbole littéral fondamental est ¢. Lorsqu’il y aura une possibilité del confusion avec ¢
représéntant le temps, par exemple sur les feuilles de caractéristiques, la lettre théta (3 ou )
devra &tre utilisée a Ia place de 7. SI cela n’est pas possible, et il n’y a pas risque de confusion, la
lettre T (qui indique habituellement la température Kelvin) pourra &tre utilisée

exemple: 7,05 Yambs Tamp = 25 °C

6.3.2  Liste d’indices généraux recommandés

amb = ambiante, ambiance
case = boitier
J,j = jonction

stg = stockage.
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5.3.3.2 Second subscript

5.4

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

A further subscript is used for the identification of the circuit configuration.
confusion is possible, this further subscript may be omitted

examples: h,, of hg, hyp OF hpg

When no

If only A, is written, the circuit configuration must be understood. If only &,, is written, the
circuit configuration must be understood as well as the kind of parameter (small-signal or static

value).

Distinction between real and imaginary parts

If it is necessary to distinguish between real and imaginary parts of electrical parameters, no
additional subscripts should be used. If basic symbols for the real and imagjrary parts exist, these

=

ay be used

examples: Z, = R, + jX,

¢

Yo = Gg + jBg

e

If such symbols do not exist or if they are not suifa 1o}

uped :
Re (A1) etc.  for the real pe
Im (h,,) ete. for the imaginary
Letter symbols for other quantities

(o)

eneral

1
the appropriate ISO\R

4

time ™, e.g on data sheets, the letter theta (3 or 0) should be used instead. If this is n

b shall be

he general
ndations,

represent
t suitable

" LA . L i FAN 1 Toinde e 2l b N L i h VA N ) > hY
U T HICTO IS TIO TISK UL COTITUSIUTL, THCHUIICT I LUSHa Iy TTIOTU AU S INCUIVIIT ICIITPUT AtUT U1

instead

example: 2,05 Fambs Lamp = 25 °C

List of recommended general subscripts

amb = ambient
case = case
1,j = junction

stg = storage.

y be used
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6.4 Fréquences
Le symbole littéral fondamental est f

exemple: fréquence d’oscillation maximale = f,,,

6.5 Grandeurs diverses

Les grandeurs suivantes et leurs symboles littéraux sont recommandés:

résistance thermique = R, (note)

facteur de réduction avec la température = K,

température virtuelle i

température interne équivalente — v AN

impédance thermique transitoire = Z,,
impédance thermique dans des conditions d’impulsions =

3

Note. — Quand il y a possibilité de confusion a cause de P’associga

indice de R,
Pindice 1n devra étre mis entre parenthéses: Rgn)-

ux al

SISTORS BJIPOLAIRES

—

bplément 2 la liste
aux suivants sont

= borne de base

= borne de collecteur
= borne d’émetteur
= flottant

= pénétration (pergage)

R (non en tant = résistance spécifide
que premier

indice)
sat = saturation
X = circuit spécifié.
2. Symboles littéraux pour les parameétres électriques

2.1 Généralités

La définition et les regles générales de Particle 5 du chapitre I sont applicables.


https://iecnorm.com/api/?name=617d797727248e29c29775f84ec28562

6.4

6.5

1.1

1.2

2

L.

2.1

.25 —

Frequencies
The basic letter symbol is f

example: maximum frequency of oscillation = f .

Sundry quantities

The following quantities and their letter symbols are recommended:

thermal resistance = Ry, (Note)

thermal derating factor == K|

virtual temperature

internal equivalent temperature =l TN

j;ansient thermal impedance = Z,,

ermal impedance under pulse conditions = Z,

Note. — When a possibility of misinterpretation exists, because of combipati OtheiNJettersynibg

subscript of Ry, the subscript 1, should be enclosed in brackets

CHAPTER II: LETTER SYMBOLS F(

Letter symbols for currents, voltages.and po

Basic letters

See Sub-clause 4.1

Subscripts

The gene
beneral stibscrig

Fecommended

\ Chapter 1 apply. In addition to the list of rec
use “4.2.1 of Chapter 1, the following special sub
transistors:

base terminal

= collector terminal

= emitter terminal

= floating

= punch-through (penetration, reach through)

(not as a first = specified resistance

Qwith the

bmmended
scripts are

subscript)

sat = saturation

X = specified circuit.

Letter symbols for electrical parameters

General

The definition and the general rules of Clause 5 of Chapter I apply.
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2.2 Indices

En supplément a la liste des indices généraux recommandés donnés dans le paragraphe 5.3.1
du chapitre 1, les indices spéciaux suivants sont recommandés pour le domaine des transistors

bipolaires:

B, b = base; montage base commune
C, ¢ = collecteur; montage collecteur commun
E, e = émetteur; montage émetteur commun
L = grands signaux
sat = saturation T~
S, s = accumulation, stockage
T = transition.

3. Liste de symboles littéraux

Les symboles contenus dans la 1
domaine des transistors bipalaires; i

‘ sont xecominandés pour €ty
< bli accord avec les regles ga

e utilisés dans le
nérales.

Nom et désig /atl\on ym ole 1 M
/—\

Observations

L

3.1 Tensions “ \)\/

Tension Centi }& &e \/VCB

Tension ¢ }h{l&ﬁco teu emzh'é\ Ve

Tensy\c(}\mxel tteu\x%se Ve

Tens} n CM %e W VBE

em\@teur -base Veso
I spécifié

avec Vgg = X spécifié
(jonction émetteur-base polarisée en
inverse) I spécifié

Tensien continu€ émetteur-base VEBO
avec Ic = 0 I spécifié

Tension continue collecteur-émetteur VcEo
avec Iy = 0 I spécifié

Tension continue collecteur-émetteur VcER
avec Rgg = R Ic spécifié

Tension continue collecteur-émetteur VeEs
avec Vgg = 0 I spécifié

Tension continue collecteur-émetteur VeEx
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2.2 Subscripts

In addition to the list of recommended general subscripts given in Sub-clause 5.3.1 of
Chapter I, the following special subscripts are recommended for the field of bipolar transistors:

B, b = base; common-base configuration
C, ¢ = collector; common-collector configuration
E, e = emitter; common-emitter configuration
L = large signal
sat == saturation
S, S — storage S
T = transition.
3. List of letter symbols

The symbols contained in the following list
{ransistors; they have been compilgd in accgyda

of bipolar

Name and designation etter Remark
3.1 Vhlrages [\ \( \)\/
Collectior-base (dc.) vdlta B

AN

Collector-emitter (d/v.igﬁz% /_>\,8

Emittep-base (d.c.\voltage

Base-emitteQd.ng > VBE

Colledfor-b .c)oreltage Verpo

withko weciﬁed
Emitter-baswe VEBO
withl Io&=0 Ig specified

Collector-emitter (d.c.) voltage Veeo
with Iy = 0 Ic specified
Collector-emitter (d.c.) voltage VCER
with Rgg = R Ic specified
Collector-emitter (d.c.) voltage Vces
with Vg = 0 I¢ specified
Collector-emitter (d.c.) voltage VeEx

with Vgg = X specified
(reverse biased emitter-base)
I specified
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

Tensions de claquage (circuit ouvert) V(BR)...0 L’abréviation BV est d’un usage courant pour ces
grandeurs
Tension de claguage collecteur-base V(BR)CBO
avecIp = 0 I spécifié
Tension de claquage émetteur-base V(BR)EBO
avec Ic = 0 Iy spécifié
Tension de claquage collecteur-émetteur V(BR)CEO
avec Ig = 0 I spéeifié
Tensions de claquage (circuit spécifié) L’abréviation BV est d’un usage courant pour ces
grandeurs
Tension de claquage collecteur-émetteur V(BR)CER
avec Rgg = R Ic spécifié
Tension de claquage collecteur-émetteur VBRr)CEX
avec Vg = X spécifié I spéeifié /\
Tension de claquage (court-circuit) V(BR)...s ’abxéviationBY) est d’unysage ¢ourant pour cette

Tension de claquage collecteur-émetteur
avec Vpg = 0 I spécifié

V(BR)CES /—\
O

Tension flottante émetteur-base

avec Ig = 0 Ve spéciQé/\

e

Tension de pénétration (Tension de

avec Vgg = X Vg spécifié .

percage) /l

Tension de saturation collecteur-émetteyr Esat \)
avec Iy spécifié /\Ic spheifi_

Tension de satur se-}‘ette VBEsat
avec I spemﬁ spécifié

3.2 Cour m

Courant ntl u Iy

CO@IN\Q \% c\lﬁte% Ic

\N&x W d’ e}\etteur Ig

Courant s 51d eM)lleeteur IcBo
avec Veg spécifié

Courant résiduel du collecteur Iceo
avec Iy = 0 Ve spécifié

Courant résiduel de I'émetteur Igpo
avec Ic = 0 Vg spécifié

Courant résiduel du collecteur Icer
avec Rgg = R Vg spécifié

Courant résiduel du collecteur Ices
avec Vgg = 0 Vg spécifié

Courant résiduel du collecteur Icex
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Name and designation

Letter symbol

Remark

Breakdown voltages (open-circuit) V(BR)...O The abbreviation BV is in common use for these
quantities
Breakdown voltage, collector-base V(BR)CBO
with Ig = 0 I specified
Breakdown voltage, emitter-base V(BR)EBO
with Ic = 0 Ig specified
Breakdown voltage, collector-emitter V(BR)CEO
with Iy = 0 I specified
Breakdown voltages (specified circuit) The abbrev1at10n BVisinc /nmon use for these
Gtrattttes
Breakdoan voltage, collector-emitter V(BR)CER
with Rgg = R I specified
Breakdown voltage, collector-emitter V(BR)CEX
with Vgg =X specified Ic specified (\
Breakdown voltage (short-circuit) V(BR)...s tati \q pbr this
Breakdown voltage, collector-emitter V(BR)CES

with Vgg = 0 I specified

Floating poltage, emitter-base
with Ig|= 0 Vg specified

o

Punch-thiough (penetration) voltage

=

%

Saturation voltage, collector-emitt,
with Ig|specified Ic SD@K

=

&\

Saturation voltage, base- em er
with Ig| specified I sp

BEs\at\

Base (d.c.) current

Collector (d.c.&urre\nl\ \ Ic

Emitter él.c.)\ca@t\ \ I

AY

Collector [cut-offcurrent Icpo
with Ig = cB specified

Collector leunt-offenrrent fcro
with Iz = 0 Ve specified

Emitter cut-off current Igpo
with Io = 0 Vep specified

Collector cut-off current Icer
with Rgg = R Ve specified

Collector cut-off current Icgs
with Ve = 0 VCE speciﬁed

Collector cut-off current Icex

with VBE =X

Ve specified
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

Courant résiduel de la base Iggx

avec Vg = X Vg spécifié
3.3 Puissances
Puissance dissipée au collecteur Pc

aAVEC famb OU fease SPEcifiée
Puissance totale d’entrée (continue ou Pioy

___moyenne) de tonfes les électrodes VAN

aVEC famp OU fease SPECITie

Paramétres électrigues

Valeur statique du rapport de transfert

ha1g ou hpg

3. 4 1 Paramétres statiques (spécifiés pour des conditions de polarzsatzo{\

direct du courant (en montage émet- p = constante

teur commun)
Valeur statique de la résistance d’entrée hiig é\) VBE

(en montage émetteur commun) /@ CA)IE TIs avec Vg = conante
Rapport de transfert intrinseque dlr {ER OU L \ \h‘?/ Ic — IcBo

du courant (pour de grands s1gnau>%_; EL = 12F Iop avec VcE [= constante
3.4.2 Paramétres pwu I&z&x@ spé\ctBM des conditions de polarisation et de [fréquence)

N

OI'

en Court-cirs
sign

Vo

— en montage ¢ hii1e OU hje hyte I ® avec Ve = constante
b
eb

h11p ou hyy bt “, avec Ve, = constante
€
Vbe

h12e OU fige h12e . avec Iy = constarfte

ce

— en montage base commune

hy2p OU A

h12p

b
—— avec [, = constante
b

Valeur du rapport de transfert direct du
courant, sortie en court-circuit pour
de petits signaux:

— en montage émetteur commun

— en montage base commune

hy1e OU B

ha1p ou hgp

ke

ha1b

L
I avec V. = constante
b

I,
= =2 avec Vep = constante

I



https://iecnorm.com/api/?name=617d797727248e29c29775f84ec28562

— 31 —

Name and designation Letter symbol Remark
Base cut-off current Iggx
with Vpg = X VcE specified

3.3 Powers

Collector power dissipation Pc
with 7ymp OF 7ease specified

Total input power (d.c. or average) to Piot
all electrodes
with 7 or fease specified

3.4 Electrical parameters
3.4.1 Siatic parameters (specified for bias conditions)

Static vhlue of the forward current hyig or hpg
transfgr ratio (in common-emitter
configyiration)

A
Static value of the input resistance (in hig or hyg \hl) E D
commén-cmitter configuration) /\ > 1E 46‘;; with,Vcg = constant

Inherent|(large-signal) forward current hy1Ex Or ApgL Ic —/Icso ¥ ;
Y : i —%L wi = constan
transfdr ratio [EL 5+ Ico CE
3.4.2  Stnall-signal parameters Wd MM f% con M
N

Small-signal value of the sho
input impedance:

Voo

1e OF flie hie = ; with V. = constant
b
Veb .
h11p O hyp hi;y = —— with ¥, = constant

— in common-~emitter ¢onfi

— in commonybase cgnfigyuration
I
\ « .

Small-sig,
reversg

Vbe .
~ with I, = constant

— inco hlZe or hre h12e =
Vce
. ) . Veb .
— in common-base configuration hyap or Ay hippy = Ve with /, = constant
cb
Small-signal value of the short-circuit
forward current transfer ratio:
. . . I .
— in common-emitter configuration hate OF hge e = Ib with V. = constant
. . I, .
— in common-base configuration Ry OF Agp hapy = + with Vg, = constant

I
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

Valeur de ’admittance de sortie, entrée
en circuit ouvert pour de petits
signaux:

— en montage émetteur commun

-~ en montage base commune

hpoe OU hge

h22b ou hob

1.
hyye = — avec I, = constante
Vee

1,
hyop = ?/i avec I, = constante

cb

Partie réelle de 'impédance d’entrée,
sortie en court-circuit pour de petits

hite = Re (hy1e) + Im (A1)

hiip = Re (f11p) pImhin)

I

signaux:
— en montage émetteur commun

— en montage base commune

Re (hy1e)

Re (h11v)

Partie imaginaire de 'impédance d’en-
trée, sortie en court-circuit pour de
petits signaux:

-— en montage émetteur commun

— en montage base commune

.

KR

N

N

Re (h11e)

circuit pour le courant alternatif):

— en montage base {omnxine

N ~.

Capacité d’entrée (sortie en C0u<

— en montage émetteur commun <

O
1
hlle ~ Re (/’l]]e) +

JoCyyes

11b ey + 50Cr 1o,

Capacité d’entrée i ikguit

ouvert le urant a

Ci1eo 0U Cieo

Ciibo 0u Cibo

~— en montdgg/emet
— €en monta, S€ CORJMURE

— enymontage\base commune

Ci2¢0 0u Coco

Ca2p0 0u Copo

hase = Re (hy2e) + j0Cazeo

haop = Re (h22p) + JjoCo2po

Capacité de sortie (entrée en court-

circuit pour le courant alternatif):
—— en montage émetteur commun

— en montage base commune

Co2es 0U Cogs

C22bs 08 Cops

¥22¢ = Re (¥220) + j>Canes

Y226 = Re (¥22p) + jwCops

Capacité de transfert inverse (entrée
en court-circuit pour le courant alter-
natif):

— en montage émetteur commun

— en montage base commune

C12es OU Cres

C12bs 0u Crbs
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Name and designation

Letter symbol

Remark

Small-signal value of the open-circuit
output admittance:

. I .

—- in common-emitter configuration hiype OF fige hpoe = —= with I, = constant
C

— in common-base configuration hoop OF Agp hoyop = V— with I, = constant
cb

Real part of the small-signal value of hite = Re (Ay1e) -+ Im (hyge)

the short-circuit input impedance: hip = Re (hyyp) + Tm (™~
Im (hyye)
— in cojnmon-emitter configuration Re (f11e)
— in conmon-base configuration Re (1)

Tmaginafy part of the small-signal
value | of the short-circuit input
impedpance:

— in common-emitter configuration

— in comon-base configuration

Im (iy1e)

Im (A11p)

{\ .
RN
N

Re (h

1e)

Tnput chpacitance (output short-cir-
cuited| to a.c.):

— in common-emitter configuration

L — inco

2\
)

hyens Re (hy1e) +

JjoClyes

1
b~ Reh +
)\> (hw) oCrim

cuited

— in ¢d

— in ¢d

leo Cieo

\/>lbo or Cibo

Output
cuited

~in(§

— in ¢d

CZZeo or Coeo

Ca2p0 01 Cobo

haze = Re (ha2e) + joChaeo

haap = Re (ap) + joCaopo

Output | capacitance (input short-cir-

cuited to a.c.):
— in common-emitter configuration

— in common-base configuration

Caoes OF Coes

Co2ps or Cops

226 = Re (1220) + jolhaes

225 = Re (¥22p) + jwCaops

Reverse transfer capacitance (input
short-circuited to a.c.):

— in common-emitter configuration

— in common-base configuration

C2es OF Ches

Ciaps o Crpy
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

Valeur de I'admittance d’entrée, sortie

— en montage base commune

(pyIZb ou (Py,-b

en court-circuit pour de petits
signaux:
i Iy 1
— en montage émetteur commun Yl1le OU Yie Yile = v avec V.. = constante et yj1e = h—
be Ile
I 1
— en montage base commune Y11p OU Yip Yi1b = 7, avec V¢, = constante et yyjp = —
Veb hiip
/[
Valeur de Padmittance de transfert
inverse, entrée en court-circuit pour
de petits signaux:
— en montage émetteur commun Y12e OU Yre
— en montage base commune Y126 OU Ypp
Valeur de Padmittance de transfer \)
direct, sortie en court-circuit pour de
petits signaux:
. N I
— en montage émetteur commun Yate ¥ W21e = 7 avec V. = constan
be
I,
— en montage base<€ommun y 1 Yp Yarp = 3, - avec Vep = constan
eb
1
Y22e OU Yoe Y22e == o, avec Ve = constan
ce
I
Y22b OU Yob Y22 = Vt) avee Veb = constan
Cl
Padmittance de transfert
inverse, entrée en court-circuit: Im(y..)
10
— en montage émetteur commun [¥12¢] 01 |¥re]
— en montage base commune |¥126] ou | yro)
. o
Phase de ladmittance de transfert YAk
inverse, entrée en court-circuit:
) ? Y12 o
— en montage émetteur commun Py12¢ ou Pyre > »
Re (y49¢)
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Name and designation

Letter symbol

Remark

Small-sig

nal value of the short-circuit

input admittance:

— in common-emitter configuration

Ylte OF Vie

I, .
Yie = 3, with V, = constant and yj1e =

be hite
. . I, .

— in common-base configuration Y11b OF Yib Yilp = 7 with Vg, == constant and y{ip = n

cb b
7
Small-sigal value of the short-circuit
reverse [transfer admittance:
— in conpmon-emitter configuration Y12e OF Ve
— in comimon-base configuration Y12b OF Vib

Small-sig

hal value of the short-circuit

forward transfer admittance:

— in common-emitter configuration

— in corpmon-base configuratign

N

with V. == constant

with Vg, = constant

hal value @

Small-sig shogt-circu
output admittance:
. L. .
— 1n cor Y224 OF Yoo Y222 = Vo with Ve = constant
ce
. I .
— in compmon-~base co Y226 OF Vob Yazo = with Vg, = constant
4 \ <
Modulus| of/ tmuit reverse
transfef adnittance: Imiy 3
T TLe
— in common-emitter configuration |¥12¢] OF |¥rel A
— in common-base configuration |y12b| or | y,.b\
. . ) A2
Phase of the short-circuit reverse trans- N
fer admittance:
? Y1 N

— in common-emitter configuration

— in common-base configuration

Py12e OF Pyre

Py126 OF Pyrpy

Re (¥19¢)
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

Module de ladmittance de transfert,
direct sortie en court-circuit:

—- en montage émetteur commun

— en montage base commune

i7atel ou |yge|

[¥210] o |yeb|

Phase de ladmittance de transfert,
sortie en court-circuit:

— en montage émetteur commun

—— en montage base commune

(py21e ou ‘nye

Pya1p 0u Pyrp

Im (Y1)
ﬂ\
Yoo
<Py21e
Re (}'216)

3.4.3

Note. — Ce circuit équivalent constitue seulement ynea
des transistors dans un certain domaine

Parameétres du circuit équivalent hybride en n modify

de fréquenses.

ief ordre, va

able pour la plupart

Nom et désignation

Svmbole littéral

Observationg

Résistance intrinséque de base by
Conductance base intrinséque-émetteur Lv'e

Capacité base intrinséque-émetteur Cpe

Capacité base intrinséque-collecteur Covc N
Transconductance intrinséque gm

Capacité base-collecteur

Cbc
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Name and designation Letter symbol

Remark

Modulus of the short-circuit forward
transfer admittance:

— in common-emitter configuration | y2lel or | Ve

— in common-base configuration |J’21bl or | yfb]

Phase of the short-circuit forward
transfer admittance:

Im(yge)

Yol

— in comfmon-emitter conliguration Py2te OF Pyfo

—- in conimon-base configuration Py210 OF Pyrp

3.4.3  Maqdified hybrid n equivalent circuit parameters

Node. — Thisequivalent circuitis only a first order approximation
range.

over a certain frequency

Name’and designation Letter symbol

Remark

Base intrinsic resistance Phly
Intrinsic base-emitter conductance gb'e
Intrinsic base-emitter capacitance 7 Cb;
ﬁlntrinsic base-collector capacitance Cype
Intrinsic transconductance &m

Base-collector capacitance Che
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Nom et désignation

Symbole littéral

Observations

3.5 Paramétres de fréquence

Fréquence de coupure:
— en montage émetteur commun
— en montage base commune

— en montage collecteur commun

fh2]e ou fi\fe
Sn21b ou oty

fh21e OU fute

Fréquence du rapport de transfert unité fi
du courant (fréquence unité)
Fréquence de transition fr

n de décroissance

Fréquence maximale d’oscillation

o
N

3.6 Paramétres de ¢ utatio,

TNSY

%
Durée m he~d tpe impulsion A Pétude 100 R
50
0 t
Ip P Temps
i
ou
v
Facteur d’utilisation A Pétude
4 Temps
"

Facteur d'utilisation = N;T
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Name and designation Letter symbol Remark
3.5 Frequency parameters
Cut-off frequency:
— in common-emitter configuration JSh21e OF fhte
— in common-base configuration Jh2tb OF fafb
— in common-collector configuration Jh2te OF fhse RN

Frequency of unity current transfer fi fi = ffor |yl =
ratio
Transitioh frequency fr
l-off is
N
Maximuip frequency of oscillation max

3.6 Swilching parameters

N

Pulse ave]

der cogsideration

Pulse tim|

B

50

Time

Duty cycle

Under consideration

or

Duty cycle = —tf

Time
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Nom et désignation Symbole littéral Observations
. % Impulsion d'entrée
Retard a la croissance tq
100
Temps de croissance ty 0 \
/\ Temps
ln&sion de sortie
%
N
Retard a la décroissance ts

Temps de décroissance

>

pu
&

10

/

N

Temps

Temps total d’établissprhent

VAN

N\
\A *étu

tq +

Temps total de ¢ up@\ \l
JaaN

\A rét

ty + tp

Capacité d tran&io\vﬁe\%}\mw&r\

\ CTe

VAN

Capacite&@/tgnsi{'gl du gl\lec%\ Cre
| Temps uryé\g?r%&\ \/\ Tc
_YCoewwl&NeéﬁW TR

Coé%:ien%‘%mk{de\i@ﬁssance TF
4Cha&§o}&\\es\ > Os

Rapp des cmurants transitoires en
tégime desapdration

h21Esat OU ApEsat

Resistance de saturation cotlecteur-

émetteur:
— valeur pour de petits signaux Feesat
— valeur pour de grands signaux FCEsat
3.7 Grandeurs diverses
Bruit N, n

Facteur de bruit

F’IT]I
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Name and designation Letter symbol Remark
. o Input pulse
Delay time tq % g
100
Rise time tr — &t
o/l N
/N Time
tpak pulse
%
Carrier stprage time ts
100
| ™
Fall time lQ.t tg hf Tim
Turn-on tjme Under \consitleration ty 4ty
Turn-off thme & Uwe\éﬁc)l ts + t¢

Collector [depletion J4

NN
W

Collector fime coefficien

Rise time|coefficient \[\) TR

Fall time [coefiCient \v Tp
Stored cbé@\ O
Transient|curtent _rate imsat ion Do 1Esat OF ApgEsat
Collector{emittfer saturation

resistance:

— small-signal value
— static value

Feesat
FCEsat

3.7 Sundry quantities

Noise

N, n

Noise figure

F F,
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Nom ¢t désignation Symbole littéral Observations
Courant de bruit I,
Tension de bruit Va
Puissance de bruit Py
Largeur de bande de bruit effective B
Amplification
Amplification en courant A T’étude
. /N
TP HCATION ST (eSO (
N
Gain G
Gain en puissance:
— pour petits signaux
— pour grands signaux
Gain d’insertion en puissance A Tétud
Gain composite en puissance
Gain disponible en puissance <
Gain maximal en puissance
Efficacité \>
Efficacité du collecte 3 e
3.8 Paramétres W%
Tension conginue\d"alixenta o VEE
Pémette
TCMWH ¢ la VB
] T 1nue limentation du Vee
coll ur'
Res1wne série avec Rg
Pémetteur
Résistance externe en série avec la base Ry
Résistance externe en série avec le Rc
collecteur
Résistance externe rcliant la base et Rgg
I’émetteur
Résistance du générateur Rg
Résistance de charge Ry,

Capacité de charge

CL
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Name and designation Letter symbol Remark

Noise current I,

Noise voltage Va

Noise power P,

Effective noise bandwidth B

Amplification

Current amplification Under consideration

Voltage pmphification (/\
—Eain G N h <
4;ower ghin:

— for small signals

— for large signals

Insertiop power gain

Transdicer power gain

Available power gain

Maximym power gain

Under consideration %

Efficienty

Collectdr efficiency

3.8 External circuit paramet

N
Emitter|(d.c.) voltag s@)\ J\ VEE
Rase (d]c.) volt, gek&pl\)\ Vip
@ng@ﬁ%@ Vee
Externdl cmitte”ew Rg
External base reststance Rg
External collector resistance Rc
External resistance connecting base to Rgg

emitter

Generator resistance Rg
Load resistance Ry,
Load capacitance CL
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CHAPITRE IIl: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES POUR SIGNAUX

DE FAIBLE PUISSANCE

Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissances
Lettres fondamentales

Voir paragraphe 4.1 du chapitre L.

Indices

Les régles générales du paragraphe 4.2 du chapitre I sont apgﬁcab\les. En

Tiste des indices generaux aonmnes au paragrapic 4.2.1 du chapitic [, 1es ingic
sont recommandés pour e domaine des diodes pour signaux dedaible puissanse”

A, a = anode
K, k = cathode
O = moyen de sortie redressé.

Généralités

La définition et les r&

Indices

supplément a la
péciaux suivants

les.

paragraphe 5.3.1
des diodes pour

re utilisés dans le

A T : L LT SR LOPW S | pay) o
TNUOTIT CU UCSTEITITOTT WYITOUTC ITIteTar TUSCIVatTtons

3.1

Tensions

Tension directe continue Vg
Tension directe totale instantanée VE
Tension directe moyenne VEAV)

Tension inverse continue

VR
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CHAPTER Iil: LETTER SYMBOLS FOR LOW-POWER SIGNAL DIODES

1. Letter symbols for currents, voltages and powers

1.1 Basic letters

See Sub-clause 4.1 of Chapter 1.

1.2 Subscripts

of recommended

The general rules of Sub-clause 4.2 of Chapter I apply. In addition to the li
T i i I ipts are

ge 2
reqommended for the field of low power signal diodes:

A, a = anode

K, k = cathode

O = average output rectified.
2. Lejter symbols for electrical parameters

2.1 Geperal

The definition and the general £

2.2 Supscripts

In addition to thg\list of reco m &L
Chapter I, the following Spedial subscripts ate re

digdes:

gubscripts given in Sub-clause [5.3.1 of
nmended for the field of low powgr signal

LS

W power

I ettersumbaol Romatk
e
3.1 Voltages
Forward continuous (direct) voltage Vg
Instantaneous total forward voltage Vg
Average forward voltage Veav)
Reverse continuous (direct) voltage VR
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Nom et désignation

Tension inverse totale instantanée

Symbole littéral

Observations

VR
Tcns;;i;verse de créte VRM B
Tension inverse de surcharg;;ige*&db o VRsMm N -
Tension de claquage V(BR) N
3.2 Courants
Courant direct continu Ie A
o . _ G (AN
Courant direct instantané ip <A\
Courant direct de créte o Igm B (\ x
h go;rant direct de surchar:ve_accidentelle Trsm AN
Courant moyen de sortie redressé Io %&/ h
Courant inverse continu IR - \) | -

Courant inverse instantané

Courant inverse de créte

3.3 Puissances

| / A N
Puissance de surcharge accidentell M 1
|
er
trr
\S%a invekseNde recouvrement ivr
Charg}rs@ (charge stockée) Os
3.5 Grandeurs diverses
Résistance différentielle r
Coefficient d’amortissement doud
Résistance d’amortissement rs OU ry

Efficacité

n

Efficacité de détection (en tension)

Nr
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Name and designation Letter symbol Remark
Instantaneous total reverse voltage VR
Peak reverse voltage VM
Surge reverse voltage VRsm
Breakdown voltage V(BR)
3.2 Currents
AN
Forward dontinuous (direct) current I A
I A (\ _
Instantangous forward current ip < \
Peak forwjard current Iem < \ \ >
5 .
Surge foryvard current Tesm <\ \ \
Average dutput rectified current Io N \

Reverse cpntinuous (direct) current

Instantangous reverse current

Peak revefse current

AN

3.3 Powgrs

Surge norl-repetitive power

¢ N
@(\KQ

3.4 Switthing parame EM

Forward ecov e tee
Reverse r ;e'GV\es\lm& \ fer
Reverse r Wch\\) ire
Recoveredl chatge)(sStered charge) [oR
3.5  Sundry quantities

Differential resistance ¥
Damping coefficient dord
Damping resistance rg OF rgq
Efficiency n

Rectification efficiency

N
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CHAPITRE IV: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES DIODES REGULATRICES DE TENSION
ET LES DIODES DE TENSION DE REFERENCE

A T’étude.

[N
CHAPITRE V: SYMBOLES LITTERAUX POUR LES ODES\%NEL

l Symboles littéraux pour les conrants, les tensions et les p

11 Lettres fondamentales

Voir paragraphe 4.1 du chapitre 1.

112 Indices

Les régles générales du ; odu chapitee 1 sont applicables. Erl supplément a la
liste des indices généraux he 4.2.1 du chapitre I, les indices [spéciaux suivants
sont recommandés pour le diod el :

parametres électriques

€t les régles générales de I'article 5 du chapitre ! sont applicables.

supplément & la liste des indices généraux recommandés donnés dans Ig paragraphe 5.3.1
AU CHapitre I, 1e5 NdIces SPEciauX SUIVATIIS SOt TeCOMmmandes pour e domaine des diodes tunnel:

] = série
D = parasite, parallele
T = résistif (ve).

3. Liste de symboles littéraux

Les symboles contenus dans les listes suivantes sont recommandés pour &tre utilisés dans le
domaine des diodes tunnel; ils ont été établis en accord avec les régles générales.


https://iecnorm.com/api/?name=617d797727248e29c29775f84ec28562

1.1

L2

2.1

22

49

CHAPTER IV: LETTER SYMBOLS FOR VOLTAGE REFERENCE AND VOLTAGE

REGULATOR DIODES

Under consideration.

Letter symbols for currents, voltages and powers

Basic letters

See Sub-clause 4.1 of Chapter 1.

Subscripts

The general rules of Sub-clauss
peneral subscripts given in Sub-cl
ecommended for the field of tunnel d

3

addition to the list of rec

mmended

e following special subkscripts are

e 5.3.1 of

Chapter I, the following special subscripts are recommended for the field of tunnel dio

(VN

S = series
P = parasitic (parallel)
= resistive.

List of letter symbols

The symbols contained in the following lists arc recommended for use in the field of tunnel

diodes; they have been compiled in accordance with the general rules.
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Nom et désignation Symbole littéral Observations
3.1 Tensions et courants
Courant de pic Ip
_____ I A
Courant de vallée Iy
Tp

Rapport de dénivellation du courant Ip | Iy
(ourant inverse continu Ix <

L _ v
Tension de pic Ve Va 0 %
Tension de vallée 2%

o 7 Iy

Tension isohypse P -
Tension inverse continue Nl\)

ﬁ]\
w Ve Ve

32
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Name and designation

Letter symbol

3.1

Voltages and currents

Remark

Projected

Reverse (¢

peak point voltage

ontinuous (direct) voltage

AN

Peak point current Iy

Ie
Valley point current Iy

1p
Peak to valley point current ratio Ip| Iy
Reverse dontinuous (direct) current Iy /

I P (NN
Peak poil Vp Ve & w\ v
PP

Valley pd & &

D,

32

Eq

uivalentt & érs

N
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Nom et désignation Symbole littéral Observations

Inductance série totale équivalente L
Résistance série totale équivalente Fs
Capacité de jonction de la diode intrin- C;

seque
Conductance négative de la diode g

intrinséque
Capacité parasite (paralléle) Cp

B.3  Autres parameétres pour petits signaux

Fréquence de coupure résistive

Capacité aux bornes

CHAPITRE VI: SYMBOLES LITTERAUX VARIABLE

A Tétude.

POUR LES DIODES DE REDRESSEMENT

les tensions et les puissances

esrégley générales du paragraphe 4.2 du chapitre 1 sont applicables. En|supplément 2 la
list&"des indiCes généraux donnés au paragraphe 4.2.1 du chapitre I, les indices gpéciaux suivants
so mandés pour le domaine des diodes de redressement:

=
X, o anouv

K, k = cathode

O = moyen de sortie redressé
(TO) = seuil.
2. Symboles littéraux pour les parametres électriques

2.1 Généralités

La définition et les régles générales de Particle 5 du chapitre 1 sont applicables.
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Name and designation Letter symbol Remark

Total series equivalent inductance Ly
Total series equivalent resistance Fs
Junction capacitance of the intrinsic G;

diode
Negative conductance of the intrinsic &j

diode
Stray (parallel) capacitance Cp

3.3 Othpr small-signal parameters

Terminall capacitance Ciot <\

VAN
Qe
Resistive|cut-off frequency fe (\ x\
N\
AN

2N

Under consideration.

$ FOR RECTIFIER DIODES

(CHAPTER VI: LETTER SYMBOLS FOR RIA PACITANCE DIODES

mmended
cripts are

L.
1.1
1.2
. rules of Sub-clause 4.2 of Chapter I apply. In addition to the list of reco
general_subscripts given in Sub-clause 4.2.1 of Chapter I, the following special subs
r¢contmended for the field of rectifier diodes:
A, a = anode
K, k = cathode
O = average output rectified
(TO) = threshold.
2. Letter symbols for electrical parameters
2.1 General

The definition and the general rules of Clause 5 of Chapter I apply.
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En supplément a la liste des indices généraux recommandés donnée dans le paragraphe 5.3.1
du chapitre I, 'indice spécial suivant est recommandé pour le domaine des diodes de redressement:

T = apparent.

Liste de symboles littéraux

Les symboles littéraux contenus dans les listes suivantes sont recommandés pour &tre utilisés
dans le domaine des diodes de redressement; ils ont été établis en accord avec les regles générales.

Nom et désignation

Symbole littéral

Ntions

3.1 Tensions

A QR

[Tension directe continue

Tension directe de créte

Ve

Vem

Tension directe moyenne (avec I spé-
cifié)

Tension inverse continue

R

Tension inverse de pointe répétitive

Tension inverse de créte <

RN
Q%

RN

M

N
Tension inverse de poi on—r%%QQ

N
Tension de claqu% %

N

N

v R)

Q&%\f

[ i

VRWM

VRHM —

VRSM

RV

Temps
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2.2 Subscripts

In addition to the list of recommended general subscripts given in Sub-clause 5.3.1 of

— 55 —

Chapter I, the following special subscript is recommended for the field of rectifier diodes:

T = slope.

3. List of letter symbols

The symbols contained in the following lists are recommended for use in the field of rectifier

diodes; they have been compiled in accordance with the general rules.

Name and designation

Letter symbol

Remark T~

3.1 Voltages

N

Continuofis (direct) forward voltage

Crest (pegk) forward voltage

cified)

Average florward voltage (with Ig spe-

Continuo(is (direct) reverse voltage

Crest (pedk) working reverse voltage

s

Repetitivg peak reverse voltage (maxi-
mum rgcutrent reverse voltage)

Non-repefitive peak reverse v e
(peak tfansient reverse volta;

Breakdown voltage

Vawm

VBHM

VRSM

Time
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